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Instytut Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyk i

Tranzystor bipolarny
Typy tranzystora i ich polaryzacja
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Tranzystor bipolarny
Charakterystyki tranzystora
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Tranzystor bipolarny
Konfiguracje tranzystora
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Tranzystor bipolarny
Konfiguracje tranzystora

ku duŜe < 1 duŜe

ki duŜe duŜe < 1

kp b. duŜe niewielkie niewielkie

Zwe średnie duŜa zaleŜność od Zobc mała

Zwy średnie mała zaleŜna od Zgen b duŜa

faza 180 0 0

parametr OE OC OB
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Tranzystor bipolarny
Stałoprądowy model Ebersa - Molla
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Tranzystor bipolarny
Stałoprądowy model Ebersa - Molla
Dla stanu aktywnej pracy moŜemy zapisać:
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zatem uproszczony model E – M dla stanu aktywnej pracy normalnej tranzystora :
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Tranzystor bipolarny
Stałoprądowy model Ebersa - Molla
Dla wysokich temperatur złącza bliskich max temp. złącza (np.dla krzemu Tjmax=1700) koniecznym 
staje się uwzględnieni zerowego prądu kolektora. Wówczas IC przyjmuje postać:

( ) 0CBB0CBC I1IIII ++=+= βββ

ICB0 – prąd zerowy złącza kolektor-baza przy polaryzacji wstecznej i odłączonym emiterze (typowa wartość dla 
krzemu 10-12 – 10-10 A, podwaja się przy wzroście temperatury o kaŜde 8oC).
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Tranzystor bipolarny
Stałoprądowy model Ebersa - Molla
Linearyzacja diody w punkcie pracy
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Tranzystor bipolarny
Model małosygnałowy „hybryd π” dla OE
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Tranzystor bipolarny
Model małosygnałowy „hybryd π” dla OE
Częstotliwości graniczne tranzystora - (wyznaczane ze współczynnika β przy zwarciu obw. kolektora)
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Tranzystor bipolarny
Model małosygnałowy „hybryd π” dla OE
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Tranzystor bipolarny
Hybrydowe parametry typu h dla OE
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Tranzystor bipolarny
Modele małosygnałowe dla OB
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Tranzystor bipolarny
Modele małosygnałowe dla OC

model „hybryd π” model macierzowy h
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Tranzystory polowe
Tranzystory złączowe - JFET
z kanałem typu n(UDS>0, ID>0, UGS<0, Up<0)
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Tranzystory polowe
Tranzystory złączowe - JFET
Model wielkosygnałowy
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Tranzystory polowe
Tranzystory złączowe - JFET
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częstotliwość odcięcia (cut-off) fT jest częstotliwością przy której Iin = gmUgs przy zwartym wyjściu
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Tranzystory polowe
Tranzystory złączowe - JFET

Zastosowanie:

- wzmacniacze zbudowane z elementów dyskretnych

- analogowe układy scalone

z kanałem typu p(UDS<0, ID<0, UGS>0, Up>0)
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Tranzystory polowe
Tranzystory z izolowana bramką z kanałem zubaŜanym –
MOSFET  normalnie włączone

z kanałem typu n(UDS>0, ID>0, UGS<0, Up<0)
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Tranzystory polowe
Tranzystory z izolowana bramką z kanałem zubaŜanym –
MOSFET  normalnie włączone

z kanałem typu p(UDS<0, ID<0, UGS>0, Up>0)
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Zastosowanie:

- wzmacniacze w.cz. zbudowane z elementów dyskretnych

- cyfrowe układy scalone
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Tranzystory polowe
Tranzystory z izolowana bramką z kanałem wzbogacanym  –
MOSFET  normalnie wyłączone

z kanałem typu n(UDS>0, ID>0, UGS>0, Up>0)
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Tranzystory polowe
Tranzystory z izolowana bramką z kanałem wzbogacanym  –
MOSFET  normalnie wyłączone

z kanałem typu p(UDS<0, ID<0, UGS<0, Up<0)
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Zastosowanie:

- wzmacniacze mocy zbudowane z elementów dyskretnych

- cyfrowe układy scalone
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Model wielkosygnałowy Model małosygnałowy

Tranzystory polowe
Tranzystory z izolowana bramką – MOSFET
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Tranzystory polowe
Małosygnałowy admitacyjny schemat zastępczy
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